Microelectronic VOLKMANN

IR-Miniatur-Reflexlichttaster
MRL601

zur Abtastung von Reflektoren im Bereich
von1-30 mm, mit Schnellbefestigung
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Schnellbefestigung

oy
|IR-Reflexlichttaster MRL601
Best.Nr. 182230
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MRL 601

Arbeitsbereiche

Arbeitsbereich: 1 2 3
100 1 T
Relativer 1 maoglichst meiden 28 ; -
Fotostrom 2 Abtastung von 5 \ i 1
in Abhangigkeit vom Markierungen moglich % 50 N mm
Reflektorabstand: 3 nur fir die Abtastung 30 I NG
groBflachiger, guter 18
Reflektoren 0 S 10 15 20 25 30
Reflektorabstand mm
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IR-Diode weiB Grenzdaten:
¥ Sperrspannung
DurchlaBstrom
2z braun __ pyrchlaBspannung

. b
|<~\ grun

Verlustleistung

X
gelb

Kollektor-Emittersp.
Kollektorstrom

Fototransistor

Verlustleistung

IR-Diode

Ur 5 \Y;

IF 60 mA

Ur 1,25 V (ff = 50 mA)
Pt 85 mwW (Tu = 25°C)
Fototransistor

Uce 32 \'

ic 50 mA

Pt 100 mwW (Tu = 25°C)
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MRL 601 g (

Miniatur - Reflexlichtschranke

EinbaumaBe:
9,5 x 4,5 x 15 mm

Fenstermage:

11 x 5,5 mm

Sender und Empfédnger
leicht auswechselbar

Mit dieser MRL 601 ist es gelungen ein Abtastelement zu schaffen,
welches es ermbglicht auf kurze Entfernung ( 1 - 30 mm ) ein Hochst-
maB an Aufldsung zu erreichen. Mit der MRL 601 kdnnen auch aufgrund
ihver guten optischen Eigenschaften, Fliéchen mit mittlerer
Reflexion sicher erfaBt werden, ohne dabei ein UbermaB an
Fremdlichtempfindlithkeit zu .bekommen. Die MRL 601 ist mit einer
Infrarotlicht-Diode ( ungichtbares Licht ) als Sender, “und einem
Fototransistor als Empfénger, bestiickt. Aufgrund ihrer besonders
guten optischen Eigenschaften und besonders unauffdlligen Einbau-
moglichkeit sowie der kleinen Dimensionen, kann diese Lichtschranke
sowohl in der Feinwerkstechnik, als auch im Modellbau u.d.g. einge-
setzt wenhnu Es konnen auch mehrere MRL 601 aneinander
gereiht werden. Ein Uberkoppeln von einer MRL 601 zur anderen,
ist durch die besondere Optik ausgeschlossen.

)



MRL 601 sender-u. Empfinger-Daten ( KUGLER

LD 261 Kenndaten (7y=25'C) Sender
Wellenldnge der Strahlung bei I, 2 peak 950 nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von Inax A2 +20 nm
Schaltzeiten
(Is von 10% auf 90%; /r = 50 mA) it 1 us
Kapazitat bei Us = 0 V Co 60 pF
DurchlaBspannung (7r = 50 mA) U 1,25 (£1.6) v
Durchbruchspannung (/s = 100 pA) Usr 30 (=4) \"}
Sperrstrom (Ur = 3 V) In 0,01 (<10) pA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK -0,65 %/K
Temperaturkoeffizient von Ue TK -1,5 mV/K
Temperaturkoeffizient von 7peax K 0,3 nm/K
Halbwertzgit der Strahlstarke : : ;
(typ) fur fr = 50 mA 108 - h
BPX 81 Kenndaten (7y=25"C) Empfinger '
Kollektor-Emitter-Reststrom L
(Uce =25 V; E=0) - Iceo 25 (=200) nA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung e
(Ze = 0,25 mA; E, = 1000 Ix) Uckset 0,2 Vv
‘Spektraler Bereich der Fotoempfmdhchkent S
(S=2 0,1 Smax) i 440 bis 1070 nm
Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit As max 850 nm
Anstiegszeit von 10% auf 90% des Endwertes
Abfallzeit von 90% auf 10% des
Anfangswertes (R = 1kQ)") t: b 5 (=10) us
Kapazitat
(Ue=0V;f=1MHz; £=0) Cce 6 pF
Grenzdaten
- S T L 2
0 IR-Diode IF 50 mA
we! UF 125 V(b Ir 50mA)
¢ ~ Ptot 85 mW
braun ~ ~ —
LT
. i - Rl S RS L 5
run B -
g o .
-
gelb T Ue 32 V
. Ic 50 mA
Fototransistor Ptot 100 mW



MRL 601 pie wichtigsten Daten KUGLER

11 LY 55
. S _I 2
e | +0,1
95 ‘ - I .4;5
o
3
& []

L M2:1

o
l&)
i J™—007x4
i
Arbeitsbereiche
. 100 o+ e
~ Relativer Fotostrom 90 . —
" in Abhdngigkeit vom o —
Reflektorabstand o 80 \ — .
Arbeitsbereiche: Zg \ mm_.] :
1 moglichst meiden 50 \
2 Abtastung von 40 \\
Markierungen mdglich 30 \\
3 nur fir die Abtastung | . 20 S
groBfldchiger, guter 10 U
Reflektoren ' 0

1 5 10 15 20 25 30
Reflektorabstand mm ———



Figure 1. Directional characteristic SgeL=f(p) Figure 6. Collector emitter capacitance

Cee=f(Vcg), f=1 MHz, E=0
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Figure 2, Relative spectral sensitivity  Figure 4. Total power dissipation

SpeL=f(A) Pror=f(Ta)
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figure 3. Photocurrent lpce=f(Eg), Figure 5. Photocurrent
feg=5V : lpce/lpcease=f(Tp), Veg=5 V
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Techn. Daten Phototransistor MRL601
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Relative spectral sensitivity Photocurrent lpce=HEe)
Sper=f(A)
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MRL 601

Total power dissipation
Pror=HTa}
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Dark current
leeo=t(Ta), Vcg=25V, E=0
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INFRARED EMITTER DIODES

Relative spectral emission
IngL=f(A)

DHAD1938

Radiant Intensity Ic/lgsoma=f(lg)
Single pulse, T= 20 us
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Radiation characteristic Inc =f(0)
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Maximum permissible forward
current lg=f(T,)
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Forward current |c=f(V)
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MRL 601

Permissible pulse handling
capability Ig=f(t), Tc=25°C
duty cycle D=Parameter
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